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 Preliminary Datasheet 

RJH60D2DPP-M0 
600V - 12A - IGBT 
Application: Inverter 

Features 

 Short circuit withstand time (5 s typ.) 
 Low collector to emitter saturation voltage 

VCE(sat) = 1.7 V typ. (at IC = 12 A, VGE = 15 V, Ta = 25°C) 
 Built in fast recovery diode (100 ns typ.) in one package 
 Trench gate and thin wafer technology 
 High speed switching 

tf = 80 ns typ. (at VCC = 300 V, VGE = 15 V, IC = 12 A,  Rg = 5 , Ta = 25°C, inductive load) 
 

Outline 

RENESAS Package code: PRSS0003AF-A

(Package name: TO-220FL)
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Absolute Maximum Ratings 

(Ta = 25°C) 

Item Symbol Ratings Unit 

Collector to emitter voltage / diode reverse voltage VCES / VR 600 V 

Gate to emitter voltage VGES ±30 V 

Tc = 25°C IC 25 A Collector current 

Tc = 100°C IC 12 A 

Collector peak current ic(peak) Note1 50 A 

Collector to emitter diode forward current iDF 12 A 

Collector to emitter diode forward peak current iDF(peak) Note1 50 A 

Collector dissipation PC
 Note2 34 W 

Junction to case thermal resistance (IGBT) j-c Note2 3.7 °C/W 

Junction to case thermal resistance (Diode) j-cd Note2 4.9 °C/W 

Junction temperature Tj 150 °C 

Storage temperature Tstg –55 to +150 °C 

Notes: 1. PW  10 s, duty cycle  1% 

 2. Value at Tc = 25C  
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Electrical Characteristics 

(Ta = 25°C) 

Item Symbol Min Typ Max Unit Test Conditions 

Collector to emitter breakdown 
voltage 

VBR(CES) 600 — — V IC =10 A, VGE = 0 

Zero gate voltage collector current 
/ Diode reverse current 

ICES / IR — — 5 A VCE = 600 V, VGE = 0 

Gate to emitter leak current IGES — — ±1 A VGE = ±30 V, VCE = 0 

Gate to emitter cutoff voltage VGE(off) 4.0 — 6.0 V VCE = 10 V, IC = 1 mA 

VCE(sat) — 1.7 2.2 V IC = 12 A, VGE = 15 V Note3 Collector to emitter saturation voltage 

VCE(sat) — 2.2 — V IC = 25 A, VGE = 15 V Note3 

Input capacitance Cies — 430 — pF 

Output capacitance Coes — 40 — pF 

Reveres transfer capacitance Cres — 12 — pF 

VCE = 25 V 
VGE = 0 
f = 1 MHz 

Total gate charge Qg — 19 — nC 

Gate to emitter charge Qge — 4 — nC 

Gate to collector charge Qgc — 7 — nC 

VGE = 15 V 
VCE = 300 V 
IC = 12 A 

Turn-on delay time td(on) — 32 — ns 

Rise time tr — 13 — ns 

Turn-off delay time td(off) — 85 — ns 

Fall time tf — 80 — ns 

Turn-on energy Eon — 0.10 — mJ
Turn-off energy Eoff — 0.16 — mJ
Total switching energy Etotal — 0.26 — mJ

VCC = 300 V 
VGE = 15 V 
IC = 12 A 
Rg = 5 
Inductive load 

Short circuit withstand time tsc 3.0 5.0 — s VCC   360 V, VGE = 15 V 

 

FRD Forward voltage VF — 1.2 1.6 V IF = 12 A Note3 

FRD reverse recovery time trr — 100 — ns 

FRD reverse recovery charge Qrr — 0.2 — C 

FRD peak reverse recovery current Irr — 5.0 — A 

IF = 12 A 
diF/dt = 100 A/s 

Notes: 3. Pulse test. 
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Package Dimension 

Unit: mm
Previous Code

PRSS0003AF-A TO-220FL

MASS[Typ.]

1.5g⎯

RENESAS CodeJEITA Package CodePackage Name

TO-220FL
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Ordering Information 

Orderable Part No. Quantity Shipping Container 

RJH60D2DPP-M0#T2 600 pcs Box (Tube) 
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8. You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage 

range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the 

use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.

9. Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and 

malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design.  Please be sure to implement safety measures to guard them against the 

possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to 

redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures.  Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, 

please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.

10. Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product.  Please use Renesas Electronics 

products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive.  Renesas Electronics assumes 

no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.

11. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.

12. Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.
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Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


